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Modules with reverse conducting

Module mit riickwértsleitenden Thyristoren

*

Daten pro Diode oder Thyristor/ data per diode or thyristor/les caractéristiques se rapportent 4 1 diode ou a 1 thyristor
Vorm | lTRMs | Itavm ITsM 1%t vr iy (21 ( di\ [lat | Vet [Schaltung R
TRAvM (Tvan) (10 ms) Thyr. Thyr. dt)e| \dt)c circuit }
glog  |BAms[ 10ms [Ty=45°C| Twy |Diode|Diode *
Typ/Type® v A A A A A% AZs \% A Vius Alus | mA Fig.
MRR 25-081i-8 800 65 25 660 600 | 2200 1800 2,5 75 | 1000 200 250 3,0 21
MRR 25-10i-8 1000 2,2 75 .,
MRR 25-11i-8 1100
MRR 25-12i-8 1200
) Nr. E 72873 (M)
MRO 25-08i+8 800 65 25 660 600 | 2200 1800 2,5 75 | 1000 200 250 3,0 22
MRO 25-10i-8 1000 2,2 75
MRO 25-11i§-8 1100
MRO 25-12i-8 1200
A Nr. E 72873 (M)
MRR 35-08i-8 800 | 100 35 880 800 | 4050 3200 2,6 120 | 1000 200 200 3,0 21
MRR 35-101i-8 1000 2,3 120
MRR 35-11i-8 1100
MRR 35-12i-8 1200
) Nr. E 72873 (M)
MRO 35-081i-8 800 | 100 35 880 800 | 4050 3200 2,8 120 | 1000 200 200 3,0 22
MRO 35-10i-8 1000 2,3 120
MRO 35-11i-8 1100
MRO 35-121-8 1200
S} Nr. E 72873 (M)
MRR 50-08i-8 800} 120 50 1100 | 1000 | 6050 5000 2,0 120 | 1000 200 200 3,0 21
MRR 50-10i-8 1000 1,8 120
MRR 50-111-8 1100
MRR 50-121-8 1200
R Nr.E 72873 (M)
MRO 50-081-8 800 | 120 50 1100 | 1000 | 6050 5000 2,0 120 1000 200 200 3,0 22
MRO 50-10i-8 1000 1,8 120
MRO 50-111i-8 1100
MRO 50-121i-8 " 1200
R N E 72873 (M) - 3 ]
GTO-Thyristormodule GTO-Thyristor-Modules 7
2 abschaltbare Thyristoren 2 Gate-turn-off thyristors
mit antiparallelen Dioden with antiparallel diodes
Typ/Type VDRM ltams | lrarm | lrasm [ travm |lisw lsm | 1Pt 2t VT Iy (dv/dt)g (dirdt)e | Schaltung
25°C | 25°C | (To) 1,5ms{10ms [ 1,6 ms| 10ms 125°C circuit
25°C {25°C {28°C |25°C
v A A A ACC) |A A A% A% |V A Vips | Afps | Fig.
AGRR 90-08 zo 3 800 | Thyr. |48 90 200 31(85){ 1000 | 450 750 1000 ;2,7 g0 |1000]|300 |23
AGRR90-12203 1200 | Diode | 48 31(85) 600 1800 | 2,16 | 150
AGRR90-15203 1500
AGRR 160-08 z0 3 800 | Thyr. |73 160 400 46(85)| 1500 | 700 1700 {2450 |28 160 | 1000|300 |23
AGRR 160-12z0 3 1200 | Diode {73 47 (85) 700 2450 |20 150
AGRR 160-15z0 3 15600

A Neuer Typ/New Type/Nouveau Type

Dans la désignation de type, remplacer le point par la classe désirée du temps de désamorcage tq.

® Anstelle des Punktes in der Typenbezeichnung ist der jeweilige Buchstabe der tq-Kiasse einzusetzen. The point of type designation replaces the tq-classes.
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Modules de thyristors a conduction inverse
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thyristors
pro Modul/per module / par module
tp-Klassen Vo T Tvim Rinse | Rindc Rihck Mg Masse | MaBbild
classes Thyr. | Thyr. Thyr. mass joutline
Diode | Diode Diode dimension
nr. no.
us us us us v mQ °C KIW | KIW Kiw Nm o]
r<8 s<10 |[t<12 [ p=<15| 1,25 16,7 125 0,6 0,32 0,1 2,5,.. | 180 21
1,0 16 0,7 3,7
r<8 |s<10 |t<12|p=<15|125 |167 | 125 0,6 0,32 0,1 25... [ 160 22
- 1,0 16 0.7 3,7
r<8 |[s<10 | t<12|p=<15|125 |11 125 048 | 026 0,1 2,5... | 160 21
1,0 11 0,54 3,7
r<g s=<10 | t=12 | p=<15] 1,25 11 125 0,48 0,26 0,1 2,5... |1 150 22
1.0 11 0,54 37
r<8 s<10 | t<12 | p<15| 1,25 6,2 125 0,38 0,21 0.1 25... 1 150 21
1,0 6.8 0,45 3,7
r<<8 |s<10 [ t<12] p=<15] 1,25 62 | 125 0,38 | 0,21 0,1 25... | 160 22
1,0 6,8 0,45 3,7
Modules de Thyristors GTO
2 thyristors GTO avec
diodes antiparalleles
I Iy laT Var | tat lraM | Vram | tgq Eon Eos Vio |t Tvom | Rinse | Rinck | MasselMg Fig.
Modui| mass
A A mA \' us A \ ns mWs mWs v mQ °C kKW kW g N-m jNr
3* 1,5 450 1,5 4 30* 13 51 30 30 1,4 15 126 0,5 01 170 electr. | 23
6 36 1,0 7 145 1,2 2,5-3,7
mec.1,5
6* 2,5* 600 1,6 4 60* 13 ] 60 80 1,4 9 125 0,35 0,1 170 electr. | 23
10 72 1,0 3 126 0,5 2,6-3,7
meci,5
*) typische Werte/typical values/valeurs typiques
Isolierspannung 2,5 kVer¢/ Isolating voltage 2,5 kVRms/ Tension d'isolation 2,8 kVeff
Steckhilse 6,3-1 DIN 46244
23 _ 'nﬂ?‘l:solaliaemtulle (PA)
Linsenschraubo M 5 x 10 DIN 7985~ |
‘S“”“h"e'el im Deckel 75 mm) | lrarm  Periodisch abschaltbarer DurchiaBstrom/
repetitive controlable on-state current
lngm  Gate-Abschaltstrom/turn-off gate current
Vrem periodische Gate-Sperrspannung/
repetitive reverse gate voltage
taq Ausschaltzeit/turn-off time
gt Einschaltzeit/turn-on time
Eon Einschaltenergie pro Puls/
turn-on energy per pulse
Eoft Ausschaltenergie pro Puls/
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